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１．概要（Summary） 

 神経細胞のスパイク発火は脳の低消費エネルギー動作

の鍵だと考えられている。本研究ではリンモリブデン酸分

子（H3PMo12O40、以下 PMo12）の酸化還元反応から生じ

るスパイク応答に着目する。今回その制御を目的に、大

阪大学のナノテクノロジー拠点の設備を利用して、神経細

胞を模倣した情報処理デバイスの作製を試みた。[1][2] 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子ビームリソグラフィー装置 

多元 DC/RF スパッタ装置 

【実験方法】 

電子ビームリソグラフィー装置とスパッタによりギャップ

間 200 nm、幅 1 mの金電極とチャネル近傍に幅 1 m

のGate電極を持つデバイスを作製した（Fig. 1）。溶媒に

N,N-ジメチルホルムアミド（N,N-dimethylformamide：

DMF）を用いた 100 mg/mlの PMo12溶液を滴下した後、

0.02 MPaの下150℃で2時間加熱し、ギャップ間に分子

を堆積させた。-6 VのDC電圧下でGate電極から-10 V

のパルス電圧を印加し、パルス電圧印加直後 3 s間で発

生したスパイク頻度の測定を計 16回行った。 

         

Fig. 1 Schematic image of the fabricated device 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スパイク発生頻度の結果を Fig. 2に示す。パルス電圧

はスパイクが発生していない状態から印加し、パルス電圧

により流れた 1 nA以上の電流値を 1本のスパイク電流と

してカウントした。Fig.2 より、分子のみの酸化還元現象に

よって発生したスパイク電流の観測には成功したが、パル

ス電圧により発生したスパイク電流の頻度には大きなばら

つきが見られた。このことから、パルス電圧による安定した

電荷注入を行うには至っておらず、今後電荷注入を行う

最適なデバイスの模索が必要である。 

 

Fig. 2 Spike current after pulse application、

(a)with spike current、(b)no spike current、(c) Total 

of 16 spike frequency results 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 
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